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光の円偏光は、三次元映像技術や情報通信技術だけでなく、スピントロニクスや自然界のカイ

ラル分子の研究でも利用されており、円偏光の高効率な生成が重要になっている。これまでに、

主にメタマテリアルを透過させた偏光変換によって、従来の波長板を利用する方法よりも、小型

で効率的な円偏光生成方法が報告されてきた[1]。さらなる高効率化に向けて、発光体周囲の構造

による真空場状態密度の制御が挙げられる。光の波長周期の三次元カイラル構造では、らせん軸

方向に円偏光を固有偏光としてフォトニックバンドが形成されるため、左右円偏光の状態密度を

制御できる。状態密度を利用した直接的な円偏光発光は、これまでに液晶からなる三次元カイラ

ル構造[2]や半導体擬二次元系[3]、カルコゲン物質[4]で実現されており、我々も半導体三次元カイ

ラルフォトニック結晶における InAs 量子ドットからの円偏光生成（円偏光度 0.1）を報告してき

た[5]。本研究では、同様の構造でドットを内部に限定し、試料垂直に出射する光のみに注目する

ことで、偏光バンド端において円偏光度 0.5 を達成したことを報告する。 

 対象とした構造は、500 nm の周期構造をもつ GaAs 層を 60°面内回転

させながら 16 層積層させた 3 回対称回転積層型 woodpile 構造（図 1）

であり、InAs ドットは中央の 3 層のみに導入し、ドットの発光のうち

試料垂直に出射する光を選択的に観測した。得られた円偏光度 DOP = 

(ILCP - IRCP) / (ILCP + IRCP)は、1120nm の偏光バンド端において+0.5 であ

り、透過による円二色性（数値計算）と異なることが

わかった（図 2）。これは、発光における状態密度の

効果を如実に反映した結果といえる。その他詳細は当

日報告する。 
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Fig. 2. Degree of circular polarization spectra emitted 
from quantum dots in chiral and achiral structure, and 
obtained from transmittance (calculation).  

Fig. 1. Rotationally-stacked 
woodpile structure.  
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